
Componentes – Tiristores

1 3 5

4 6 2

Id+

_

Ud



UAK

I

ton=0
UR UD



C

npnB

E



A

G

K

I

pnp

npn



n-

p



Esquema constructivo del tiristor
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Oblea de silicio con dimensiones
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Esquema constructivo tiristor III
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Esquema constructivo tiristor IV
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Bloqueo inverso
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Bloqueo directo
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Modificación para aumentar IG
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Conducción
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Característica ánodo-cátodo del tiristor
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Disipación de calor en un tiristor
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Formas de onda en detalle apagado
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Encendido y apagado
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Cálculo de la potencia disipada por el dispositivo en el encendido y el apagado



Cálculo de la potencia disipada por el dispositivo en conducción



Tiristor - case - disipador
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Transmisión de calor
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Circuito térmico tiristor
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Circuito térmico tiristor estacionario
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Módulo de tiristores – MCC / MCD 250 
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Impedancia térmica transitoria

P
P0

Zθjc
P0 = 1 W

t0

t

t



Superposición
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Consideraciones para una onda periódica
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Encendido del tiristor
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Característica de gate del 
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Característica de disparo de Gate 

(Gate trigger characteristic)
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Formas de onda conmutación rectificador
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Curvas conmutación en funcionamiento como inversor
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Curvas de apagado como inversor
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